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Problem podejmowany w niniejszej rozprawie dotyczy mikrostruktury kontaktow omowych do
weglika krzemu wytwarzanych na bazie niklu. Weglik krzemu (SiC) jest potprzewodnikiem,
ktory znajduje zastosowania w elektronice wysokich mocy, a takze w urzadzeniach
elektronicznych pracujacych w ekstremalnych warunkach takich jak wysoka temperatura. Nikiel
jest najczeSciej stosowanym pierwiastkiem do wytwarzania kontaktow omowych do weglika
krzemu typu n, ze wzgledu na niskg rezystywnos$¢ otrzymywanych kontaktow.

Kontakty omowe w przyrzadach elektronicznych na bazie SiC, powinny charakteryzowac si¢
poza niskg rezystywnos$cia, takze odpowiednig mikrostrukturag. Od mikrostruktury warstw
kontaktowych zalezy bowiem takze ich niezawodnos¢.

Standardowym sposobem wytwarzania kontaktu omowego do SiC typu n jest osadzenie cienkiej
warstwy niklu na podlozu weglika krzemu (Ni#/SiC) i poddanie ich wysokotemperaturowemu
wygrzewaniu, typowo powyzej 900 °C. Mikrostruktura kontaktéw omowych, ktore uzyskiwane sa w
ten sposob, cechuje si¢ jednak nierowng miedzypowierzchnig warstwy krzemkéw niklu z podiozem
SiC oraz obecnos$cig wytracen weglowych w objetosci warstwy.

W niniejszej rozprawie zbadano wygrzewane wielowarstwowe struktury kontaktowe, ktdre oprocz
niklu zawieraja krzem. Badania mikrostruktury zostaly przeprowadzone m.in. technikami
transmisyjnej (TEM) 1 skaningowej (SEM) mikroskopii elektronowej, w tym spektroskopii
promieniowania rentgenowskiego z dyspersja energii (XEDS), dyfrakcji elektronowej i
wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HRTEM).

W rozprawie wykazano, ze poprzez dwuetapowe wygrzewanie struktury typu N/S/Nv/Si/SiC mozna
uzyska¢ rowng migdzypowierzchni¢ warstwy krzemkow z podlozem SiC oraz znaczaco ograniczy¢
zawartos¢ wegla w warstwie kontaktu. Takie podejscie wprowadza jednak do warstwy krzemkdéw inne
defekty mikrostruktury, takie jak niecigglosci warstwy kontaktowej oraz obecno$¢ pustych obszarow.

Zbadano wplyw stechiometrii Ni:Si struktur kontaktowych typu Ni/Si/Ni/S/SiC na morfologi¢
wytwarzanych kontaktow omowych. Analiza wynikéw pozwolita na wyjasnienie mechanizmow
prowadzacych do powstawania zaobserwowanych defektoéw mikrostruktury.

W oparciu o uzyskang wiedz¢ opracowano innowacyjng metod¢ otrzymywania kontaktow
omowych. Wprowadza ona amorficzng warstwe Ni-Zr do kontroli reakcji zachodzacych podczas
pierwszego etapu wygrzewania. Pozwala to na uzyskiwanie kontaktéw omowych na bazie
krzemkow niklu, ktore charakteryzuja si¢ jednoczesnie: réwng migedzypowierzchnig z podtozem
SiC oraz ograniczong ilo$cig wegla w warstwie kontaktu, jak réwniez gladka powierzchnia,
ciggloscia warstwy kontaktowej oraz brakiem pustych obszarow.

Opracowana metoda wyraznie ulepsza mikrostruktur¢ kontaktow omowych do weglika krzemu typu 7.
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